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量子ドットを用いた単一光子源は、量子鍵配送や線形光量子コンピュータなどの量子情報処理素

子として有望であり、多く研究なされている。BB84 プロトコール量子鍵配送を実現するため、直

線偏光単一光子源の開発が必要になる。GaN 物量子ドットは、直線偏光単一光子源などの量子ナ

ノデバイス材料として期待されているが [1-4]、その基本の光電子物性は他の半導体量子ドットと

比べて未だ十分に理解されていない。本発表では、低温において位置制御 GaN ナノワイヤ量子ド

ットにおける直線偏光特性を持つ、比較的ピュアな単一光子発生を測定したので報告する。光学

実験は、Ti:Al2SO3レーザの 3 倍周波数のパルス（266nm 波長, 80MHz, 200fs パルス幅）を励起源

として用い、顕微発光分光によって行った。紫外領域で発

光するドットからの発光をバンドパスフィルターで選択し、

ＨＢＴ相関測定系で光子相関を測定した。発光の偏光依存

性の測定は 1/2 波長板及び偏光子を用いて行われた。図 1

にアイソレートされたナノワイヤ単一ドットからの発光ス

ペクトル、光子相関ヒストグラム 、及び偏光依存性を示す。

光子統計の評価値である g
(2)

[0]値は 0.15 であることから単

一光子発生を確認した。この値は、現在まで報告されたⅢ

族窒化物ナノワイヤ量子ドット単一光子発生における最小

値である。偏光依存性データから抽出された直線偏光度

（DLP）は 95%となっている。その高い値の原因は、歪みや

ドット自体の非対称性や価電子帯混合であると考えられる

が、まだ今後の明細な検討が必要である[3]。図 2に数ドッ

トから測定した直線偏光単一光子発生データを示す。この

結果は、Ⅲ族窒化物ナノワイヤ量子ドットの量子テクノロ

ジーへのポテンシャルを示す物であると考えられる。 
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図 1. Emission spectrum form a single 
site-controlled GaN nanowire 
quantum dot measured at ~4K. The 
figure insets show an intensity 
autocorrelation measurement with a 
g

(2)
[0] value of 0.15, and an emission 

polarization measurement. 

図 2. Statistics of measured linearly 
polarized single photon emission from 
site-controlled GaN nanowire quantum 
dots. 
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